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FIG. 1

(57) Abstract: The invention relates to a method for preparing a single-domain thin layer of ferroelectric material. The method com-
prises: implanting light species in a first face of a ferroelectric donor substrate in order to form a plane of weakness and to define a
first layer between the plane of weakness and the first face of the substrate; assembling the first face of the donor substrate with a
support substrate by means of a dielectric assembly layer; and fracturing the donor substrate at the plane of weakness. The dielectric
assembly layer (7b) comprises an oxide having a hydrogen concentration lower than that of the first layer (3) or preventing the diffusion
of hydrogen to the first layer, or the dielectric assembly layer (7b) comprises a barrier preventing the diffusion of hydrogen to the first
layer. The preparation method also comprises a thermal treatment of the free face of the first layer in order to diffuse the hydrogen
contained in the first layer and cause the multi-domain transformation of a surface portion of this first layer, followed by a thinning of
the first layer in order to remove at least the surface portion.

(57) Abrégé : L'invention porte sur un procédé de préparation d'une couche mince monodomaine en matériau ferroélectrique. Le
procédé comprend une implantation d'espece légeres dans une premiére face d'un substrat donneur ferroélectrique pour former un
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plan de fragilisation et définir une premicre couche entre le plan de fragilisation et la premiere face du substrat et 1'assemblage de
la premicre face du substrat donneur a un substrat support par l'intermédiaire d'une couche d'assemblage diélectrique et la fracture
du substrat donneur au niveau du plan de fragilisation. La couche d'assemblage diélectrique (7b) comprend un oxyde présentant une
concentration d'hydrogene inférieure a celle de la premiére couche (3) ou prévenant la diffusion d'hydrogéne vers la premiere couche, ou
la couche d'assemblage diélectrique (7b) comprend une barriere prévenant la diffusion d'hydrogene vers la premiére couche Le procédé
de préparation comprend également un traitement thermique de la face libre de la premiére couche pour faire diffuser 1'hydrogéne
contenu dans la premiére couche et provoquer la transformation multidomaine d'une portion superficielle de cette premiére couche,
suivi d'un amincissement de la premiére couche pour en éliminer au moins la portion superficielle.



